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選擇題     共 35 題    (共 100 分) 
( D )1.逆向飽和電流𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶與𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶的關係，下列何者正確？ 

(A) 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = (1 + β)𝐼𝐼𝐶𝐶𝐸𝐸𝑂𝑂   (B) 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐸𝐸𝑂𝑂 = β𝐼𝐼𝐶𝐶𝐵𝐵𝑂𝑂     

(C) 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐸𝐸𝑂𝑂
1−𝛼𝛼

          (D) 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐸𝐸𝑂𝑂 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐵𝐵𝑂𝑂
1−𝛼𝛼

 

( D )2. 最穩定的電晶體偏壓方式為 
(A)固定偏壓    (B)集極回授偏壓    (C)射極

電阻回授偏壓    (D)分壓偏壓 
( A )3. PNP 型電晶體若操作於主動區時，則下列各極電

壓之大小何者正確？ 

(A)     (B)    

(C)     (D)  

( D )4. 下圖的小信號等效電路圖，若 、

、 、 、β= 100，

且 ，電壓增益 為 

(A)–56    (B)–75    (C)–131    (D)–167 

 
( A )5.關於電晶體三種基本放大電路組態的特性比較，

下列何者是錯誤的？ 
(A)電流增益最大的是共基極（CB）    (B)電壓

增益最小的是共集極（CC）    (C)功率增益最

大的是共射極（CE）    (D)輸入阻抗最大的是

共集極（CC） 
( A )6.進行電晶體小信號分析時，下列敘述何者正確？ 

(A)直流電壓源須短路，電容須短路    (B)直流

電壓源須開路，電容須短路    (C)直流電壓源

須短路，電容須開路    (D)直流電壓源須開路，

電容須開路 
 
 

( C )7. 溫度上升時，電晶體的 

(A) 增加    (B)漏電流 減少    (C)靜態

工作點（Q 點）向飽和點移動    (D)β減少 

( B )8. 如圖 1 所示電路，若β = 50， 忽略不計，則

？ 

(A)10V    (B)8V    (C)6V    (D)4V 

        
   圖 1                    圖 2 

( D )9. 圖 2 的小信號等效電路圖，若電晶體為矽質，

β值為 100、 、 、 ，

試求其輸入阻抗𝑍𝑍𝑖𝑖為多少？ 
(A)15kΩ    (B)55kΩ    (C)67kΩ    (D)102kΩ 

( A )10. 同上題，試求其輸出阻抗𝑍𝑍𝑜𝑜約為多少？ 
(A)8.3Ω    (B)842Ω    (C)1kΩ    (D)10kΩ 

( B )11. 如下圖所示電路，若β = 100、𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0.7𝑉𝑉 ，
試求𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =？ 
(A)15V    (B)7.6V    (C)0.7V    (D)0.2V 

 

( A )12. 某一電晶體，其β值等於 150，集極電流 等

於 1mA，則 之值為 

(A)3.75kΩ    (B)2.5kΩ    (C)1.33kΩ    
(D)0.87kΩ 
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( A )13. 如下圖所示電路，若電壓 ，則電壓

為多少？ 
(A)2.4V    (B)3V    (C)6V    (D)9.6V 

 

( C )14. 如下圖，若電晶體為矽質（即 ），β

值為 100， 、 、 ，

則欲使電路工作於 ， 的功用為何？ 

(A)阻隔直流成分      (B)降低輸入阻抗    
(C)提高交流電壓增益    (D)直流偏壓補償 

 

( A )15. 雙載子電晶體的三個半導體區域濃度最高者為 
(A)射極    (B)基極    (C)集極    (D)源極 

( C )16. 有一電晶體之集極電流 為 4.9mA，射極電流

為 5.0mA，則此電晶體之β值為 

(A)29    (B)39    (C)49    (D)50 
( D )17. 一共基極放大器若其α值變化 0.99～0.995，則

β值之變化為  
(A)49 ~ 99    (B)69 ~ 99    (C)99 ~ 159    
(D)99 ~ 199 

( C )18. 如下圖所示電路，電晶體工作於作用區，β= 99，

，熱電壓（thermal voltage）

，則此放大電路之輸入阻抗約為多

少？ 
(A)200kΩ    (B)100kΩ    (C)66.6kΩ    
(D)50kΩ 

 
( C )19. 同上題，此放大電路之電壓增益𝐴𝐴𝑣𝑣約為多少？ 

(A)-153    (B)97    (C)1    (D)0.6 
( D )20. 下列有關電晶體（BJT）之敘述何者錯誤？ 

(A)BJT 當開關使用時是工作於飽和區（saturation 
region）或截止區（cutoff region）    (B)BJT 在

作用區（active region）的偏壓方式是 BE 接面順

向偏壓、BC 接面逆向偏壓    (C)BJT 為電流控

制元件    (D)BJT 在飽和區（saturation region）
的偏壓方式是 BE 接面逆向偏壓，BC 接面逆向偏

壓 

( B )21. 如圖 3 所示電路，若β= 69，則 為 

(A)9V    (B)8V    (C)7V    (D)6V 

  
     圖 3                     圖 4 

( A )22. 如圖 4 所示電路， 為輸入信號， 為負載，

下列何者為此放大器電路組態？ 
(A)共基極放大器    (B)共射極放大器    
(C)共集極放大器    (D)射極隨耦器 

( C )23. 電晶體的放大電路中，何種組態的電壓增益可

能為–25？ 
(A)共基極    (B)共集極    (C)共射極   
(D)以上皆非 

( D )24. 如下圖所示電路，若電晶體為矽質（即

），β = 49、 、 、

、 ，輸入阻抗 ？ 

(A)1.5Ω    (B)1.8Ω    (C)2.6Ω    (D)3.3Ω 
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( A )25. 同上題，此放大電路之電壓增益𝐴𝐴𝑣𝑣約為多少？ 

(A)297    (B)196    (C)1    (D)0.6 
( B )26. NPN 型電晶體若操作於飽和區時，則下列各極

電壓之大小何者正確？ 

(A)     (B)    

(C)     (D)  

( C )27.如圖 5 所示之電路，電晶體靜態工作點 ，

集極電流 ，β= 100，熱電壓

，則電壓增益 約為何？ 

(A)–5    (B)–4.2    (C)–3.9    (D)–2.7 
( D )28. 同上題，則電流增益𝐴𝐴𝑖𝑖約為何？ 

(A)–136    (B)–66    (C)–31    (D)–7.5 

   
         圖 5                   圖 6 

( D )29. 如圖 6 所示電路， 、 、

R2=5kΩ，則下列何者錯誤？ 

(A)     (B)    

(C)     (D)R1 = 40kΩ 

( C )30. 如下圖所示電路，若𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0.6𝑉𝑉 ，試求𝑉𝑉𝐶𝐶 ？ 
(A)20V    (B)15V    (C)10V    (D)5V 

 

( C )31. 同上題，若𝑟𝑟𝜋𝜋 = 2𝑘𝑘Ω，β = 100，則電流增益𝐴𝐴𝑖𝑖約
為何？ 
(A)–7.7    (B)–25    (C)–44    (D)-131 

( D )32.有關電晶體的結構與特性，下列敘述何者錯誤？ 
(A)集極寬度大於射極寬度    (B)雜質濃度為射

極高於集極    (C)崩潰電壓為集極接面高於射

極接面    (D)PNP 型電晶體的射極內，電子為

多數載子 
( A )33.如下圖，若電晶體為矽質，β值為 100，𝑅𝑅𝐸𝐸 = 1𝑘𝑘Ω、

𝑅𝑅𝐶𝐶 = 2𝑘𝑘Ω、𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶 = 15𝑉𝑉，則欲使電路工作於

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶 = 9𝑉𝑉 ，𝐶𝐶𝑖𝑖、𝐶𝐶𝑂𝑂的功用為何？ 
(A)阻隔直流成分    (B)降低輸入阻抗    
(C)提高放大增益    (D)直流偏壓補償 

 

( C )34. 下列關於電晶體放大電路三種基本組態（CE、
CB、CC）的敘述何者錯誤？ 
(A)共基極（CB）電路具有最低的輸入阻抗及最

高的輸出阻抗    (B)共集極（CC）電路的電壓

增益小於並趨近於 1    (C)共射極（CE）電路具

有最高的輸入阻抗及最低的輸出阻抗    
(D)共基極（CB）電路的電流增益小於並趨近於

1 
( B )35. 若電晶體工作於作用區，則電壓特性為 

(A)射極接面順偏，集極接面順偏    (B)射極接

面順偏，集極接面逆偏    (C)射極接面逆偏，

集極接面逆偏    (D)射極接面逆偏，集極接面

順偏 
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